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半導体結晶中の、低次元特異構造とバルクや表面等との異種界面における局所的な発光ダ

イナミクスを把握することは、界面における構成元素や不純物の不均一取り込みに因る混晶

組成の不均一性や膜厚の不均一性、電荷分布の不均一性等を明らかにしたり、転位や積層欠

陥、ボイドなど欠陥構造の発生メカニスムを解明する上で重要である。 

我々は、禁制帯幅の広い半導体の局所励起手段として電子線励起が有利である事から、モ

ード同期チタンサファイヤ（Al2O3:Ti）レーザの第 3 高調波により金属を光励起するフェムト

秒レーザ励起パルス光電子銃を開発して 1)それを走査型電子顕微鏡に組み込み 2)、図示するよ

うな集束パルス電子線を用いた時間空間同時分解カソードルミネッセンス (STRCL)計測装

置を構築 3,4)した。そして III 族窒化物半導体の局所発光ダイナミクス評価を行ってきた 3-6)。 

本シンポジウムでは、主として特異構造界面における発光ダイナミクスの解析を目的とし

た STRCL の応用例について紹介する。例えば、貫通転位密度を低く抑えた GaN 試料におい

て、クラックや転位ループ近傍における非輻射再結合が主要なプロセスとなる場合の発光ダ

イナミクスや、積層欠陥(ウルツ鉱構造 GaN と閃亜鉛鉱構造 GaN の界面)近傍でのエネルギー

移送を含む発光ダイナミクスに関

するデータを紹介し、時間があれば、

AlGaN 量子井戸において Si 添加が

界面の特性に及ぼす影響等に関す

る議論を行う。 

STRCL 法にて新たな光機能性発

現のための設計指針を与えるデー

タを提供し、キャリアの実空間移動

や量子効果を解明して新しい光科

学創成に貢献できれば幸いである。 
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